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요약

    
본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 본 발명의 목적은, 신호선에 의한 광반사를 없애는 것이다. 이 목적을 달성하기 
위해서, 절연기판상에 형성된 복수의 게이트 신호선과, 이러한 게이트 신호선과 교차하여 형성된 복수의 드레인 신호선
과, 이들 각 신호선에 둘러싸인 화소영역에, 상기 게이트 신호선과 드레인 신호선에 접속된 박막트랜지스터와, 이 박막
트랜지스터에 접속된 반사전극을 구비하고, 상기 반사전극과 인접하는 다른 화소 영역에서의 반사전극과의 사이에 그 
주변까지 중첩시켜서 차광막과 반도체층의 순차 적층체가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 기술을 제공한다.
    

대표도
도 1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1 은 본 발명에 의한 액정표시장치의 화소의 하나의 실시예를 나타내는 평면도이다.
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도 2는 본 발명에 의한 액정표시장치의 하나의 실시예를 나타내는 전체 등가회로도이다.

도 3 은 도 1의 Ⅲ-Ⅲ선에서의 단면도이다.

도 4 는 도 1의 Ⅳ-Ⅳ선에서의 단면도이다.

도 5 는 본 발명에 의한 액정표시장치의 컬러필터 배치의 상세를 나타내는 평면도이다.

도 6A∼6D는 본 발명에 따른 액정표시장치의 제조방법의 하나의 실시예를 나타내는 공정도이다.

도 7 은 본 발명에 의한 액정표시장치의 화소의 다른 실시예를 나타내는 평면도이다.

도 8 은 도 7의 Ⅷ-Ⅷ선에 있어서의 단면도이다.

도 9 는 본 발명에 의한 액정표시장치의 화소의 다른 실시예를 나타내는 평면도이다.

도 10 은 도 9의 Ⅹ-Ⅹ선에 있어서의 단면도이다.

도 11은 본 발명에 의한 액정표시장치의 다른 실시예를 나타내는 단면도이다.

< 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

SUB: 투명기판 GL: 게이트신호

DL: 드레인신호선 GI: 절연막

AS: 반도체층 TFT: 박막트랜지스터

SD1: 드레인전극 SD2: 소스전극

Cadd: 용량소자 SHL: 차광막

PSV: 보호막 BM: 블랙매트릭스

FIL: 컬러필터 OC: 평탄화막

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 적어도, 반사형으로서 기능하는 액티브 매트릭스형의 액정표지장치에 관한 것
이다.

    
액티브 매트릭스형의 액정표시장치는, 액정을 통해서 대향배치되는 각 기판 가운데 한쪽 기판의 액정측의 면에, X방향
으로 연장하여 Y방향으로 병설된 게이트 신호선과 Y방향으로 연장하여 X방향으로 설치된 드레인 신호선으로 둘러싸인 
영역을 화소영역으로 하여, 이러한 각 화소영역에, 한쪽의 게이트 신호에서의 주사신호(전압)에 의해서 구동되는 박막
트랜지스터와, 이 박막트랜지스터를 통해서 한쪽의 드레인 신호선으로부터의 영상신호(전압)가 공급되는 화소전극을 
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구비하고 있다.
    

이 화소전극은 다른 방향의 기판측에 각 화소영역에 공통으로 형성한 대향 전극과의 사이에 전계를 발생시켜서, 그들 
사이의 액정의 광투과율을 제어하도록 되어 있다.

그리고, 상기 화소전극으로서 그 일부 혹은 전부를 광반사율이 높은 금속층으로 형성하여, 이것에 의해서 적어도 반사
형으로서 기능하는 액정표시장치가 알려져 있다.

이와 같은 액정표시장치는, 예를들면 태양 등의 외부광을 이용하여 영상을 인식시키는 것으로, 전력소비의 절감을 꾀할 
수 있도록 되어 있다.

그러나, 이와 같은 액정표시장치는, 적어도 반사형으로서 기능시키는 경우, 사용하는 장소에 의해서 외부광의 양이 충
분하지 않은 경우도 있어서 개구율의 향상을 꾀한 구성으로 하는 것이 다른 종류의 액정표시장치보다도 중요하게 되어 
있다.

본 발명은 이와 같은 사정에 의거하여 이루어진 것으로, 그 목적은 개구율의 향상을 꾀한 구성의 액정표시장치를 제공
하는 것에 있다.

또한, 본 발명의 다른 목적은, 신호선에 의한 반사광을 없앤 액정표시장치를 제공하는 것에 있다.

또한, 본 발명의 다른 목적은, 일부 반사형으로 구성하는 경우(백라이트를 구비하는 구성), 이 백라이트에서의 빛의 노
출을 방지한 액정표시장치를 제공하는 것에 있다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명에 있어서 개시되는 발명 가운데, 대표적인 것의 개요를 간단히 설명하면, 이하과 같다.

    
즉, 본 발명에 의한 액정표시장치는, 예를들면, 절연기판상에 형성된 복수의 게이트 신호선과, 이들 게이트 신호선과 교
차하여 형성된 복수의 드레인 신호선과, 이들 각 신호선에 둘러싸인 화소영역에, 상기 게이트 신호선과 드레인 신호선
에 접속된 박막트랜지스터와, 이 박막트랜지스터에 접속된 반사전극을 구비하여, 상기 반사전극과 인접하는 다른 화소
영역에서의 반사전극과의 사이에 이들의 주변까지 중첩시켜서 적어도 차광막과 반도체층의 순차 적층체가 형성되어 있
는 것을 특징으로 하는 것이다.
    

이와 같이 구성된 액정표시장치는, 각 화소영역에서의 반사전극과의 사이에 차광막이 형성되어 있는 것에서, 그것과 동
일한 형태의 기능을 갖는 블랙매트릭스를 다른 절연기판측에 설치하지 않아도 완료된다.

이것은, 한쪽의 절연기판과 다른쪽의 절연기판과을 서로 겹쳐서 공차를 고려하지 않고 상기 차광막의 폭을 작게 할 수 
있고, 개구율을 향상시킨 구성으로 할 수 있다.

또한, 차광막의 윗쪽에는 반도체층이 적층된 구성으로 되어 있기때문에, 외부광의 상기 차광막에 대한 반사를 상기 반
도체층에 의해서 대폭으로 저감시킬 수 있다.

    발명의 구성 및 작용

이하, 본 발명에 의한 액정표시장치의 실시예를 도면을 이용하여 설명한다.

실시예 1.
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《등가회로》

도 2는 본 발명에 의한 액정표사징치의 하나의 실시예를 나타내는 등가회로도이다. 동도는 회로도이지만, 실제의 기하
학적 배치에 대응하여 서술되어 있다.

동도에서의, 투명기판 SUB1이 있고, 이 투명기판 SUB1은 액정을 통해서 다른 투명기판 SUB2과 대향하여 배치되어 
있다.

상기 투명기판 SUB1의 액정측의 면에는, 도면중 X방향으로 연장하고 Y방향으로 병설되는 게이트 신호선(GL)과, 이 
게이트 신호선(GL)과 절연되어 Y방향으로 연장하여 X방향으로 병설되는 드레인 신호선(DL)이 형성되어, 이들 각 신
호선에서 둘러싸인 직사각형의 영역이 화소영역으로 이루어지고, 이들 각 화소영역의 집합에 의해서 표시부(AR)을 구
성하도록 되어 있다.

각 화소영역에는, 한쪽의 게이트 신호선(GL)에서의 주사신호(전압)의 공급에 의해서 구동되는 박막트랜지스터(TFT)
와, 이 박막트랜지스터(TFT)를 통해서, 한쪽의 드레인신호선(DL)에서의 영상신호(전압)가 공급되는 화소전극(PX)
이 형성되어 있다.

또한, 화소전극(PX)과 상기 한쪽의 게이트 신호선(GL)과 인접하는 다른 쪽의 게이트 신호선(GL)과의 사이에는 용량
소자(Cadd)가 형성되어, 이 용량소자(Cadd)에 의해서, 상기 박막트랜지스터(TFT)가 오프(OFF) 됐을 때, 화소전극
(PX)에 공급된 영상신호를 길게 축적시키도록 되어 있다.

각 화소영역에서의 화소전극(PX)는, 액정을 통해서 대향 배치되는 다른 쪽의 투명기판(SUB2)의 액정측의 면에서 각 
화소전극에 공통으로 형성된 대향전극(CT)(도시하지 않음)과의 사이에 전계를 발생시키도록 되어 있으며, 이것에 의
해서 각 전극의 사이의 액정의 광투과율을 제어하도록 되어 있다.

각 게이트 신호선(GL)의 일단은 투명기판의 일변측(도의 좌측)에 연장되어, 그 연장부는 이 투명기판(SUB1)에 탑재
되는 수직주사회로로 이루어지는 반도체직접회로(GDRC)의 범프와 접속되는 단자부(GTM)가 형성되어, 또한, 각 드
레인신호선(DL)의 일단도 투명기판(SUB1)의 일변측(도면중 상측)에 연장되어, 그 연장부는 이 투명기판(SUB1)에 
탑재되는 영상신호구동회로로 이루어지는 반도체직접회로(DDRC)의 범프와 접속되는 단자부(DTM)가 형성되어 있다.

반도체직접회로(GDRC, DDRC)는, 각각, 그 자체가 투명기판(SUB1)상에 완전히 탑재된 것으로, 이른바 COG(칩 온 
글래스)방식으로 불려진다.

반도체직접회로(GDRC, DDRC)의 입력측의 각 범프도 투명기판(SUB1)에 형성된 단자부(GTM2, DTM2)에 각각 접
속되도록 되어 있으며, 이들 각 단자부(GTM2, DTM2)는 각 배선층을 통해서 투명기판(SUB1)의 주변가운데, 가장 단
면에 가까운 부분에 각각 배치된 단자부(GTM3, DTM3)에 접속되도록 되어 있다.

상기 투명기판(SUB2)은, 상기 반도체직접회로가 탑재된 영역을 회피하도록 하여 투명기판(SUB1)과 대향배치되어, 
이 투명기판(SUB1)보다도 작은 면적으로 되어 있다.

그리고, 투명기판(SUB1)에 대한 투명기판(SUB2)의 고정은, 이 투명기판(SUB2)의 주변에 형성된 실(SEAL)재(SL)
에 의해서 이루어지고, 이 실재(SL)는 투명기판(SUB1, SUB2)의 사이의 액정을 봉지하는 기능도 겸하고 있다.

더욱이, 상술한 설명에서는, COG 방식을 이용한 액정표시장치에 대해서 설명한 것이지만, 본 발명은 TCP 방식의 것이
으로서도 적용가능하다. 여기서, TCP방식은, 반도체직접회로가 테이프캐리어 방식에 의해서 형성된 것으로, 그 출력단
자가 투명기판(SUB1)에 형성된 단자부에 접속되어, 입력단자가 이 투명기판(SUB1)에 근접하여 배치되는 프린트기판
상의 단자부에 접속되도록 되어 있다.

《화소의 구성》
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도 1은 상기 투명기판(SUB1)상의 하나의 화소영역의 구성을 나타내는 평면도이고, 도 2의 점선테두리(A)에 나타내는 
부분에 상당하는 평면도로 되어 있다.

또한, 도 3은 도 1의 Ⅲ-Ⅲ선에서의 단면도를, 도 4는 도 1의 Ⅳ-Ⅳ선에서의 단면도를 나타내고 있다.

도 1에 있어서, 우선 투명기판(SUB1)의 액정측의 면에 도면중 X방향으로 연장하여 Y방향으로 병설되는 게이트 신호
선(GL)이 형성되어 있다.

이 게이트 신호선(GL)은 예를들면 일류미늄(A1)으로 이루어져 있고, 그 표면은 양극(陽極)산화되어 있다.

그리고,이 실시예에서는, 이 게이트 신호선(GL)의 형성과 동시에 형성되는 A1으로 이루어지는 차광막(SHL)이 화소
영역내에 형성되어 있다.

이 차광막(SHL)은, 예를들면 화소영역에 대해서 하측의 게이트신호선(GL)과 후술하는 드레인신호선(DL)의 가운데 
우측의 드레인신호선(DL)에 인접하여 배치되고, 역 " L" 자형의 패턴을 갖도록 하여 형성되어 있다. 이 차광막(SHL)
의 표면도 게이트신호선(GL)과 동일한 형태로 양극산화되어 있다.

그리고, 박막트랜지스터(TFT)의 형성영역, 후술의 드레인신호선(DL)의 형성영역 및 상기 차광막(SHL)의 상면에는, 
실리콘질화막SiN으로 이루어지는 절연막(GI) 및 비결정Si(a-Si)로 이루어지는 반도체층AS의 순차 적층체가 형성되
어 있다.

박막트랜지스터(TFT)의 형성영역에 있어서, 상기 게이트 신호선(GL)의 일부를 게이트 전극, 상기 절연막(GI)을 절연
막, 상기 반도체층AS을 채널 형성부로 하여, 이 반도체층AS의 상면에 드레인 전극(SDI), 소스전극(SD2)을 형성하는 
것에 의해서 역스태거(stagger) 구조의 MIS형 트랜지스터로 이루어지는 박막트랜지스터(TFT)가 형성되어 있다.

더욱이, 이 드레인 전극(SD1) 및 소스전극(SD2)는, 후술하는 드레인 신호선(DL)의 형성과 동시에 형성되도록 되어 
있다.

후술의 드레인 신호선(DL)의 형성영역의 절연막(GL)과 반도체층AS의 순차 적층체는, 상기 게이트 신호선(DL)에 대
한 층간절연막으로서의 가능을 가지면서, 이 드레인신호선(DL)의 주행방향을 따라서 급격한 단차를 발생시키지 않는 
구성으로 되어 있다.

차광막(SHL)상에 형성되는 절연막(GL)과 반도체층AS의 순차 적층체는, 적어도 상기 반도체층(AS)에 의해서 외부광
의 상기 차광막(SHL)에 의한 반사광의 영향을 완화시키는 기능을 갖도록 하고 있다. 이것에 관해서는 뒤에서 상술한다.

그리고, 도면중 Y방향으로 연장되고, X방향으로 병설되는 드레인 신호선(DL)이 형성되어 있다. 이 경우는, 이들 드레
인 신호선(DL)은 후술한 절연막(GL)과 반도체층AS의 순차 적층체상에 형성되어 있다.

또한, 드레인 신호선(DL)의 일부를 박막트랜지스터(TFT)의 형성영역에서의 반도체층(AS)의 상면에까지 연장시켜서 
형성함으로서, 그 연장부는 이 박막트랜지스터(TFT)의 드레인전극(SD1)으로서 형성되어 있다.

또한 이 때, 상기 드레인 전극(SD1)과 박막트랜지스터(TFT)의 채널길이에 상당하는 길이 분만큼 이간시켜서 소스전
극(SD2)이 형성되어 있다. 이 소스전극(DS2)은 후술의 화소전극(PX)과 접속되는 것으로, 그 접속부를 보호하기 위해
서, 화소영역의 중앙측에 약간 연장시킨 연장부를 갖는 패턴으로 되어 있다.

더욱이, 드레인 전극(SD1), 소스전극(SD2)의 반도체층AS과의 전계에는, 불순물이 도핑된 반도체층이 형성되어, 이 
반도체층은 콘택트층으로서 가능하도록 되어 있다.

상기 반도체층AS을 형성한 후, 그 표면에 불순물이 도핑된 박막의 얇은 반도체층을 형성하고 드레인 전극(SD1) 및 소
스전극(SD2)을 형성한 후에, 상기 각 전극을 마스크로 하여, 그것으로부터 노출된 불순물이 도핑된 반도체층을 에칭하
는 것에 의해서, 상술한 구성으로 할 수 있다.
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그리고, 이와 같이 드레인 신호선(DL)(드레인 전극(SD1), 소스 전극(SD2))이 형성된 투명기판(SUB1)의 표면에는, 
이 드레인 신호선(DL)등도 덮어서 예를들면 SiN으로 이루어지는 보호막(PSV1)이 형성되어 있다.

이 보호막(PSV1)은 박막트랜지스터(TFT)의 직접 접촉을 회피하는 등으로 설치되는 것으로, 또한 상기 박막트랜지스
터(TFT)의 소스전극(SD2)의 연장부의 일부를 노출시키기위한 콘택트홀(CH)이 형성되어 있다.

또한, 이 보호막(PSV1)의 상면에는 화소영역을 덮어서 예를들면 크롬(Cr) 및 알루미늄(A1)의 순차 적층체로 이루어
지는 화소전극(PX)이 형성되어 있다. 이 화소전극(PX)은 반사전극으로서의 기능을 가지고, 외부광이 후술의 투명기판
(SUB2)측에서 광투과율이 제어되는 액정(LC)을 통해서 상기 화소전극(PX)에서 반사되어, 다시 투명기판(SUB2)측
(관찰자측)으로 조사되도록 되어 있다.

화소전극(PX)은, 박막트랜지스터(TFT)의 형성영역을 회피하여 형성되어 있으으며, 예를들면, 도면중의 좌측과 상측
의 각 화소영역의 일부에까지 이르러 형성되어 있다.

환언하면, 도면중 좌측과 상측의 각 화소영역과의 사이에 각각 형성되는 드레인 신호선(DL) 및 게이트 신호선(DL)은 
상기 화소전극(PX)에 의해서 덮여진 구성으로 되어 있다, 이것은 설명의 대상으로 되어 있는 화소영역의 하측의 게이
트신호선(GL) 및 우측의 드레인 신호선(DL)은, 이 화소영역의 하측의 화소영역 및 우측의 화소영역의 각 화소전극(P
X)에 의해서 각각 덮여진 구성으로 되어 있는 것을 의미한다.

이것에 의해서, 게이트신호선(GL) 및 드레인시호선(DL)은, 화소전극(PX)을 구성하는 불투명한 금속층으로 덮여지게 
되어, 이 각 신호선에 의한 외부광의 반사를 회피할 수 있는 구성으로 되어 있다.

화소영역에서의 화소전극(PX)에 있어서, 그 하측변 및 우측변은 이 화소영역내에 위치되어 있지만, 그 어느 하나의 변
도 상기 차광막(SHL)상에 위치되고, 또한, 이 차광막(SHL)상에 있어서 인접하는 다른 화소영역의 화소전극(PX)과 
간격을 두고 근접되어 있다.

더욱이, 화소전극(PX)은, 보호막(PSV1)의 상기 콘택트볼(CH)도 덮도록 하여 형성되고, 이것 의해서 박막트랜지스터
(TFT)의 소스전극(SD2)과 접속되도록 되어 있다.

더욱이, 이와 같이 화소전극(PX)이 형성된 투명기판(SUB1)의 표면에는, 이 화소전극(PX)을 덮고 예를들면 실리콘 질
화막(SiN)으로 이루어지는 보호막(PSV2)이 형성되어 있다. 이 보호막(PSV2)은 상기 화소전극(PX)의 액정과의 직접 
접촉을 회피시키는 막으로, 금속층에 의한 액정의 특성 열화를 방지하도록 되어 있다.

그리고, 보호막(PSV2)의 상면에는, 배향막(ORI1)이 형성되어 있다. 이 배향막(ORI1)은 예를들면 수지로 이루어지고, 
그 표면에는, 일정 방향으로 러빙처리가 되어 있다. 이 배향막(ORI1)은 액정(LC)과 접촉하도록 되어 있으며, 이 배향
막(ORI1)에 의해서 이 액정(LC)의 초기 배향방향을 설정하도록 되어 있다.

한편, 투명기판(SUB2)의 액정측의 면에는, 박막트랜지스터(TFT)의 형성영역을 포함하는 주변에 블랙매트릭스(BM)
가 형성되어 있다(도 1참조).

이 블랙매트릭스(BM)는, 외부광이 박막트랜지스터(TFT)에 조사하는 것을 회피시키는 가능만을 갖도록 하여, 이 때문
에, 섬모양의 패턴으로서 형성된 것으로 이루어져 있다.

본래, 블랙매트릭스(BM)는, 게이트 신호선(GL) 및 드레인 신호선(DL)상에도 형성하여, 표시의 대조를 향상시키도록 
하는 것이 통상이지만, 본 실시예의 경우, 화소전극(PX)의 일부가 이 기능을 겸하고 있기때문에, 상술한 바와 같은 패
턴으로 되어 있다.

그리고, 투명기판(SUB2)에는, 이 블랙매트릭스(BM)도 입혀서, 컬러필터(FIL)가 형성되어 있다.

이 컬러필터(FIL)는, 예를들면 Y방향으로 병설되는 각 화소영역에 있어서 동일색의 공통의 필터가 이용되고, X방향의 
각 화소영역별로 예를들면 적색(R), 녹색(G), 청색(B)의 필터가 순번으로 반복되어 배열되어 있다.
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이 경우, 각 컬러필터(FIL)는 인접하는 다른 컬러필터(FIL)와 중첩하지 않고 서로 접하여, 이 접합부는 투명기판(SU
B1)측에 형성된 차광막(SHL)의 가운데 드레인신호선(DL)과 평행하게 형성된 차광막(SHL)에 대략 중심축에 일치하
여 배치되어 있다. 도 5는 투명기판(SUB1)과 컬러필터(FIL)가 형성된 투명기판(SUB2)과의 위치관계를 나타내는 도
면(도 1에 대응하고 있다)으로서, 컬러필터(FIL)와 인접하는 다른 컬러필터(FIL)의 경계부는 차광막(SHL)상에 위치
되고 있다.
    

이와 같이 블랙매트릭스(BM) 및 컬러필터(FIL)가 형성된 투명기판(SUB2)의 표면에는 이 컬러필터(FIL)도 덮어서 
예를들면 도포 등에 의해서 형성된 수지로 이루어지는 평탄화막(OC)이 형성되어, 그 표면에 이 블랙매트릭스(BM)에 
의한 단차가 나타나지 않도록 되어 있다.

그리고 이 평탄화막(OC)의 표면에는 각 화소영역에 공통으로 예를들면 ITO로 이루어지는 대향전극(CT)이 형성되어 
있다.

이 대향전극(CT)은 각 화소영역에서의 화소전극(PX)과의 사이에 영상신호(전압)에 대응한 전계를 발생시켜서, 이들 
각 전극과의 사이의 액정(LC)의 광투과율을 제어하도록 되어 있다.

더욱이, 이와 같이 대향전극(CT)이 형성된 투명기판(SUB2)의 표면에는, 이 대향전극(CT)도 덮어서 배향막(OR2)이 
형성되어 있다. 이 배향막(OR2)은 예를들면 수지로 이루어지고, 그 표면에는 일정 방향으로 러빙처리가 이루어져 있다. 
이 배향막(OR2)은 액정과 접촉하도록 되어 있으며, 이 배향막(OR2)에 의해서 이 액정(LC)의 초기배향방향을 설정하
도록 되어 있다.

이와 같이, 구성된 액정표시장치는, 각 화소영역의 화소전극(PX)은, 그것과 인접하는 다른 화소전극(PX)과의 사이의 
영역에 차광막(SHL)이 형성되어 있는 것으로 부터, 그것과 동일한 형태의 기능(대조의 향상)을 갖도록 하는 블랙매트
릭스를 다른 투명기판(SUB2)측에 설치하지 않아도 완료된다.

이것은, 한쪽의 투명기판(SUB1)과 다른 쪽의 투명기판(SUB2)을 겹침 공차를 고려하지 않고 상기 차광막(SHL)의 폭
을 작게 할 수 있고, 개구율을 향상시킨 구성으로 할 수 있다.

또한, 차광막(SHL)의 윗쪽에는 반도체층(AS)이 적층된 구성으로 되어 있기때문에, 외부광의 상기 차광막(SHL)에 대
한 반사를 상기 반도체층(AS)에 의해서 대폭으로 저감시킬 수 있다.

a-Si로 이루어지는 반도체층(AS)은 암적갈색을 타나내고, 차광막(SHL)로 반사한 빛은 이 반도체층(AS)을 통과하여 
적색 계통의 색이 된다.

또한, 불투명한 금속에 의해서 구성되는 화소전극(PX)은, 화소영역의 도면중 상측에 형성되는 게이트 신호선(GL),도
면중 좌측에 형성되는 드레인 신호선(DL)을 넘어서 인접하는 화소영역에까지 이르러 형성되고, 상기 각 신호선은 화소
전극(PX)에 의해서 덮이도록 되어 있다.

이 때문에, 게이트신호선 및 드레인 신호선(DL)의 외부광에 의한 반사를 회피할 수 있는 구성으로 되어 있다.

그리고, 게이트신호선(GL)과 이 게이트신호선(GL)을 덮는 화소전극(PX)과의 사이에는 보호막(PSV1)을 유전체막으
로 하는 용량소자(Cadd)가 형성되지만, 이 화소전극(PX)은 상기 게이트 신호선(GL)을 그 폭방향의 전부를 덮어서 형
성하기 때문에, 그들 중첩부의 면적을 크게 할 수 있고, 이 용량소자(Cadd)의 용량을 크게 할 수 있는 효과를 나타내고 
있다.

《제조방법》

이하, 상술한 액정표시장치의 제조방법의 하나의 실시예를 도 6A∼6D를 이용하여 설명을 한다. 더욱이, 도 6A∼6D는, 
도 1의 Ⅳ-Ⅳ선에서의 단면을 나타내는 부분으로 이루어져 있다.
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공정1.(도 6A)

투명기판(SUB1)상에, A1을 300nm스퍼터링법을 이용하여 누적한다. 핫공정후, 인산, 염산, 초산의 혼합용액으로 에
칭하여, 레지스트막을 박리하고, 게이트신호선(GL)을 형성한다. 이 때, 차광막(SHL)도 동시에 형성한다.

즉, 차광막(SHL)은 게이트 신호선(GL)의 형성의 때에 동시에 형성하여, 이것에 의해서 이 차광막(SHL)의 형성에 있
어서 공정을 증대시키는 필요는 없어진다.

패턴화 한 A1표면을 주석산용액중에서 양극산화하여, 양극 산화막을 180nm형성한다. 이 양극산화막의 형성은, A1은 
이른바 부식이 발생하기 쉽고, 이 후의 공정에서 층간절연막을 통해서 드레인 신호선(DL)을 형성한 경우에, 이 층간절
연막을 관통하여 쇼트(Short)가 발생하는 것을 발생하기 위해서이다.

공정2.(도 6B)

투명기판(SUB1)상에, CVD법에 의해서 SiN으로 이루어지는 절연막을 240nm 누적하여 절연막(GI)으로 한다. 다음으
로 비결정Si를 200nm누적한 후, 인(P)을 1% 도핑한 n+비결정Si를 35nm 누적하여, 반도체층AS로 한다.

핫 공정후, 6불소화유황가스를 이용하여 상기 절연막(GI)과 반도체층AS의 적층체를 일괄적으로 드라이에칭한다.

이 경우, 상층의 반도체층AS을 구성하는 비결정Si의 에칭속도의 쪽이 하층의 절연막(GI)을 구성하는 질화실리콘보다
도 빠르다. 이 때문에, 절연막(GI)의 단부를 4°의 순차테이퍼(Taper), 반도체층AS의 단부를 70°의 순차테이퍼형상
으로 한, 대략 동일 패턴으로 형성할 수 있다.

그리고, 이것으로부터, 절연막(GI)과 반도체층AS의 적층체는 그 측벽면이 원활하게 되어 급격한 단계를 발생하는 것
을 회피할 수 있고, 이 단차에 의한 배선층 등과의 분리를 방지할 수 있도록 된다.

공정 3. (도면 6C)

투명기판(SUB1)상에, 스퍼터링법을 이용하여 Cr을 30nm누적한 후, A1을 200nm 누적한다.

핫공정후, 인산, 염산, 초산의 혼합용액으로 A1을 에칭하여, 초산세륨 제2암모니아 용액을 이용하여 Cr을 에칭하여 드
레인신호선(DL), 드레인 전극(SD1), 소스전극(SD2)을 형성한다.

다음으로, 6불소화유황가스를 이용한 드라이 에칭하여, 반도체층(AS)의 상층의 n+비결정(Si)의 제거 후, 레지스트막
을 박리한다.

투명기판(SUB1)상에, CVD법을 이용하여 질화실리콘을 600nm누적한다. 핫공정후, 6불소화유황가스를 이용하여 드라
이 에칭에 의해서 패턴화한다. 레지스트막을 박리하여, 제1보호막(PSV1) 및 그 콘택트구멍(CH)을 형성한다.

공정 4.(도면 6D)

투명기판(SUB1)상에, 스퍼터링법을 이용하여 Cr을 30nm 누적한 후, A1을 200nm 누적한다.

핫공정후, 인산, 염산, 초산의 혼합용액으로 A1을 에칭하여, 초산세륨 제2암모니아 용액을 이용하여 Cr을 에칭하여 화
소전극(PX)을 형성한다.

투명기판(SUB1)상에, CVD법을 이용하여 질화실리콘을 300nm누적한다. 핫공정후, 6불소화유황가스를 이용하여 드라
이 에칭하고, 패턴화한다. 레즈스트막을 박리하여, 제 2보호막(PSV2)을 형성한다.

실시예 2.
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도 7은, 본 발명에 의한 액정표시장치의 다른 실시예를 나타내는 평면도로서 도 1과 대응한 도면으로 되어 있다. 또한, 
도 7의 Ⅷ-Ⅷ선에서의 단면도를 도 8에 나타내고 있다.

도 1의 경우와 다른 부분은 투명기판(SUB2)측에 형성하는 컬러필터(FIL)에 있다.

각 컬러필터(FIL)과 이 컬러필터(FIL)에 인접하는 다른 컬러필터(FIL)와의 경계부는 차광막(SHL)의 윗쪽에 위치되
어, 또한, 이 차광막(SHL)의 윗쪽에서 한쪽의 컬러필터(FIL)가 다른 쪽의 컬러필터(FIL)에 중첩되어 형성되어 있다.

그리고, 이 경우,중첩된 적어도 한쪽의 컬러필터(FIL)는 녹색 혹은 청색의 컬러필터(FIL)로 되어 있으며, 적어도 적색
의 컬러필터(FIL) 만이 중첩된 상태로는 되지 않도록 구성되어 있다.

상술한 바와 같이, 반도체층AS에 의해서 덮여진 차광막(SHL)에서 반사한 외부광은 이 반도체층AS을 통해서 적색 계
통의 색으로 되어, 상기 컬러필터(FIL)의 중첩부에 조사되도록 되지만, 이 중첩부의 상층의 컬러필터(FIL)의 색이 녹
색 혹은 청색이기 때문에, 이 빛의 흡수가 이루어진 반사광의 저감을 꾀할 수 있다.

더욱이, 상층으로 이루어지는 컬러필터(FIL)(액정(LC)측의 컬러필터)가 적색의 경우, 반사한 외부광은 적색의 컬러필
터를 통과하지만, 하층에 녹색 혹은 청색의 컬러필터가 존재하기때문에, 이 빛의 흡수가 이루어진다. 따라서, 컬러필터
(FIL)의 색은 어떤 순차로 중첩시켜도 된다.

이와 같은 취지로부터, 차광막(SHL)의 윗쪽에서의 컬러필터(FIL)는 인접하는 다른 컬러필터와의 중첩부를 형성할 필
요는 없고, 녹색 혹은 청색의 컬러필터(FIL)가 배치되어 있으면 동일한 형태의 효과를 얻을 수 있다.

실시예 3.

도 9는 본 발명에 의한 액정표시장치의 다른 실시예를 나타내는 평면도로서, 도 7에 대응한 도면으로 이루어져 있다. 
또한, 도 10은 도 9의 Ⅹ-Ⅹ선에서의 단면도(투명기판(SUB1)측만)로 이루어져 있다.

본 실시예에 의한 액정표시장치는, 일부 투과 및 일부 반사의 구성으로 되어 있으며, 배면에 백라이트를 구비하여 사용
되고, 표시의 때에도 경우에 따라 그 점등 및 소등이 전환하도록 되어 있다.

도 7의 경우와 다른 부분은, 우선, 금속층으로 형성한 화소전극(PX1)(도 7의 화소전극(PX)에 상당한다)은 화소영역
에서, 예를들면 그것의 약 반분량의 영역을 차지하는 부분에 개구부(HO)가 설치되어 있다.

즉, 이러한 화소전극(PX1)의 개구부(HO)가 백라이트에서의 빛을 투과하는 부분으로 되어 있다.

또한, 도 10에 나타내는 바와 같이, 보호막(PSV2)의 상면에서, 예를들면 ITO(Indium-Tin-Oxide)막으로 이루어지
는 화소전극(PX2)이 화소영역의 주변을 없애는 대부분의 영역에 걸쳐서 형성되어 있다.

이 화소전극(PX2)은,도시하지는 않았지만 보호막(PSV2)에 형성한 콘택트구멍을 통하여 상기 화소전극(PX1)에 접속
되어, 이 화소전극(PX1)에 공급되는 영상신호가 화소전극(PX2)에도 공급되도록 되어 있다.

즉, 화소전극(PX1)의 개구부(HO)에서의 전계의 발생은 화소전극(PX2)에 의해서 실행되고 있으며, 백라이트에서의 
빛은 이 전계에 의해서 광투과율이 변화하는 액정을 통해서 관찰자측에 조사되도록 되어 있다.

이와 같이 구성된 액정표시장치는, 각 화소전극(PX1)과 이 화소전극(PX1)과 인접하는 다른 화소전극(PX1)과의 사이
에서, 차광막(SHL)이 존재하는 것에서, 백라이트에서의 빛노출이 발생하지 않는 효과를 발휘한다.

이 실시예에서는, 예를들면 ITO막으로 이루어지는 화소전극(PX2)을 보호막(PSV2)의 상면에 형성한 것이다. 그러나, 
게이트신호선(GL) 및 차광막(SHL)과 동일한 층에 형성하도록 하는 것도 가능하다.
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이와 같이 한 경우, 박막트랜지스터(TFT)의 소스전극(SD2)을 형성하는 때에, 이 소스전극(SD2)을 상기 화소전극(P
X2)의 형성영역에까지 연장시켜서 형성하는 것에 의해서, 그들의 접속이 이루어지고, 콘택트구멍의 형성 등의 공정을 
필요로 하지 않는 효과를 빌휘한다.

실시예 4.

도 11은, 본 발명에 의한 액정표시장치의 다른 실시예를 나타내는 단면도이고, 도 4, 도 8, 도 10에 대응하는 도면으로 
이루어져 있다.

상술한 각 구성과 다른 부분은, 박막트랜지스터(TFT)의 게이트절연막으로서 기능시키는 절연막(GI)에 있다.

즉, 상술한 각 실시예에서는, 이 절연막(GI)은, 박막트랜지스터(TFT)의 형성영역, 드레인신호선(DL)의 형성영역, 차
광막(SHL)의 형성영역에 반도체층AS과 함께 형성한 것이지만, 이 실시예에서는, 투명기판(SUB1)의 상면의 대략 전
역에 형성한 구성으로 이루어져 있다.

이와 같이 한 경우에도, 본 발명의 효과가 상실되지 않고, 동일한 형태의 효과를 발휘한다.

    발명의 효과

이상 설명한 것으로부터 분명하게 알 수 있는 바와같이, 본 발명에 의한 액정표시장치에 의하면, 신호선에 의한 광반사
를 없앨 수 있다.

또한, 일부 반사형으로서 구성하는 경우(백라이트를 구비하는 구성), 이 백라이트에서의 빛노출을 방지할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

절연기판상에 형성된 복수의 게이트신호선과, 이들 게이트 신호선과 교차하여 형성된 복수의 드레인신호선과,

이들 각 신호선에 둘러싸인 화소영역에, 상기 게이트신호선과 드레인 신호선에 접속된 박막트랜지스터와, 이 박막트랜
지스터에 접속된 반사전극을 구비하고,

상기 반사전극과 인접하는 다른 화소영역에서의 반사전극과의 사이에 그들의 주변까지 중첩시켜서 차광막과 반도체층
의 순차 적층체가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 2.

청구항 1에 있어서,

반사전극과 인접하는 다른 화소영역에서의 반사전극과의 사이는 상기 게이트신호선 혹은 드레인신호선의 형성영역에 
인접하여 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 3.

청구항 2에 있어서,

차광막은 게이트 신호선 혹은 드레인 신호선의 형성영역에 인접하여 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 4.
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청구항 1에 있어서,

차광막은 상기 게이트 신호과 동일한 층으로 형성되어, 반도체층은 박막트랜지스터의 그것과 동일한 층으로 형성되어 
있는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 5.

청구항 1에 있어서,

드레인 신호선은 그 전폭에 걸쳐서 반사전극의 하층에 이 반사전그과 중첩되어 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 액정
표시장치.

청구항 6.

청구항 1에 있어서,

반사전극과 인접하는 다른 화소영역에서의 반사전극과의 사이는 다른 색의 칼러필터의 경계부가 위치되어 있는 것을 
특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 7.

청구항 1에 있어서,

반사전극과 인접하는 다른 화소영역에서의 반사전극과의 사이는 녹색 혹은 청색의 컬러필터가 형성되어 있는 것을 특
징으로 하는 액정표시장치.

청구항 8.

청구항 1에 있어서,

반사전극과 인접하는 다른 화소영역에서의 반사전극과의 사이는 다른 색의 컬러필터의 중첩부가 위치되어 있는 것을 
특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 9.

청구항 1에 있어서,

반사전극과 인접하는 다른 화소영역에서의 반사전극과의 사이는 다른 색의 컬러필터의 중첩부가 위치되어, 그것의 적어
도 한쪽의 컬러필터는 녹색 혹은 청색인 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 10.

청구항 6, 7,8,9의 어느 하나의 기재에 있어서,

컬러필터는 상기 절연기판에 대해서 액정을 통해서 대향 배치되는 다른 절연기판측에 형성되어 있는 것을 특징으로 하
는 액정표시장치.

청구항 11.

청구항 1내지 9의 어느 하나의 기재에 있어서,
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상기 차광막은 상기 게이트 신호선과 동시에 형성되어, 상기 반도체층은 상기 박막트랜지스터의 반도체층과 동시에 형
성되어 있는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

도면
도면 1
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도면 2
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专利名称(译) 液晶显示器

公开(公告)号 KR1020020072197A 公开(公告)日 2002-09-14

申请号 KR1020020011575 申请日 2002-03-05

[标]申请(专利权)人(译) 日立HITACHI SEISAKUSHODBA

申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

当前申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

[标]发明人 ANNO KOUICHI
안노코우이치
SASAKI TOORU
사사키토오루

发明人 안노코우이치
사사키토오루

IPC分类号 G02F1/1368 G02F1/1362 G02F1/1335

CPC分类号 G02F1/136209

代理人(译) 李钟IL

优先权 2001066574 2001-03-09 JP

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明涉及液晶显示器。并且本发明的目的是消除信号线的光学反射。
多条栅极信号线，多条漏极信号线与该栅极信号线交叉并形成，薄膜晶
体管连接到由这些信号线包围的像素区域到栅极信号线和漏极信号线，
以及反射电极连接到该薄膜晶体管包括在内。它在与反射电极相邻的另
一个像素区域处的反射电极与周围重叠，并且提供了形成半导体层和光
屏蔽层的顺序层叠的技术。为了实现该目的，在绝缘基板上形成多条栅
极信号线。
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